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1 EP 0 782 

Beschr Ibling 

[0001] Integrierta Schattkrelse bekommen immer ho- 
hare Ansehlu&zahlen und warden dabei immer waiter 
miniaturisiert. Die bei diesar zunchmenden Miniaturisje- s 
rung erwarteten SehwierigKeitan mit Lotpaatenauttrag 
und BsstOckung, soil en durch neue Gehauseformen be- 
hoben werdan, wobel hier insbesondere Single- Few- 
oder Multi-Chip-Module im Ball Grid Array Package hsr- 
vorzuhebonsind(DE-Zproductronic5, 1994, Serten54, to 
55). Diese Module basieren auf einem durchkontaktier- 
ten Substrat, auf welchem dio Chips beispielsweise 
Ober Kontaktierdrahte Oder mitlels Flipchip-Montage 
Kontaktiert sind. An der Untersaite des Substrata befin- 
det eich das Ball Grid Array (BGA), dae haufig auch als 
Solder Grid Array, Land Grid Array oder Solder Bump 
Array, bezeichnet wird. Das Ball Grid Array umfaBt auf 
der Unterseite des Substrate flachig arigeordnote Lot- 
hocker, die sine Oberflachenmontage auf den Leiter- 
platten oder Baugruppen ermoglichen. Durch die flachi- so 
ge Anordnung dar LothScker, konnen hohe 
AnschluBzahien in einem graban Raster von beispiels- 
weise 1.27 mm realisiert werden. 
(0002] Bei der sogenannten MID Technologie (MID = 
Moulded interconnection Devices), werdan anstelle ss 
konventioneller gedruckter Schaltungen Spritzglefiteile 
mit integrierten LeiterzOgan venvendet. Hochwertige 
Thermoplasie, die sich zum SpritzgioGen von dreidi- 
mensicnalen Substraten signen, sind die Basis dieser 
Tech nologie. Derartige Thermepla&te zaichn en sich go- so 
genOber herkommlichen Substratmaterlalien fOr ge- 
druckte Schaitungen durch bsssere mechanische, ther- 
mlsche, chemische, elektrische und umwelttechnische 
Eigenschaften aus. Bei einer speziellen Richtung dar 
MID Technologie, der sogenannten SIL-Technik (SIL = & 
Sprttzgiefiteile mit jntegriBrten LeiterzQgen), erfolgtdl© 
Strukturierung einer auf die SpritzgieQteile aufgebrach- 
ten Metallschicht unter Verzlcht auf die sonst Obiiche 
Maskentechnik durch sin spezielles Laserstrukturie- 
rungsverfahren. In die dreidimensionalsn Spritzgiefttei- to 
ie mit strukturierter Metalllsierung sind dabei mehrere 
mechanischs und elektrische Funktionen integrierbar. 
Die Gehausetragerfunktjon ubemimmt gleichzeitig FOh- 
rungen und Schnappverbindungen, wahrend die Metal- 
lisierungsschjaht neben der Verdrahtungs- und Verbin- 4s 
dungsfunktion auch als elektromagnetische Abschir- 
mung dlent und fur einB gute Warmeabf uhr sorgt, Wei- 
terB Einzelheiten zur Harstellung von dreidimensiona- 
lsn SpritzgieBteilen mit integrierten Lerterzugsn, gehsn 
baispielsweise aus der DE-A-37 32 249 Oder dor GP-A- so 
0 361 i92hervor. 

[0003] Aus der WO-A-89/00346 ist ein Single-Chip- 
Modu! bekannt, bei welchemdassprilzgegossene, drei- 
dimensionale Substrat aus einem elektrisch isolieren- 

Spritzgiel3en milgeforrnte Hooker tragt, die ggf. auch fla- 
chig angeordnet sein konnen. Auf der Obarseite dieaes 
Substrata lat ein IC-Chip angeordnet, deseen Anschlus- 
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sa Dber feine Bonddrahte mit auf d r Obersaite des Sub- 
strats ausgebildeten Leiterbahnen verbunden eind. Dia- 
se Leitsrbahnensind ihrerseits Qber Durchkontaktierun- 
gen mit zugeordneten, auf den Hockem gebildeten Au- 
RenansehlUseon verbunden. 

[0004] Aus der US-A-3 4B3 308 lat ein Single-Chip- 
Modul bekannt, bei welchem sin aus Keramik odar auch 
aus Kunststoff bestehendes Substrat auf seiner Unter- 
eeita zwei entgegengesetzt peripher zueinander ange- 
ordnete Reihen von integral angeformton Hokkem tragt. 
Auf der Ooerselte dieses Substrats ist ein IC-Chip an- 
geordnet, dessen AnschlussB Qbar feine Bonddrahte 
mit auf dsr Oberseite des Substrats ausgebildeten Lei- 
terbahnen verbundan sind. Diesa Leiterbahnen sind ih- 
rerseits Qber Durehkontaktierungen oder Ober auf dsr 
Stimseita des Substrats verlaufende Querverbindun- 
gan mit zugearoYieten, auf dan Hockem gebildeten Au- 
Oenanschlussen verbunden. 

[0O05] Aus der WO-A-89/1 0005 ist ein Chjpgehause 
bekannt, dessen aus einem Kunststoff bestehender 
TrSgerkSrper auf seiner Unterseite mit vler randseitlg 
angeordneten und integral angeformten Rippen verse- 
hen ist. Die eigenttiche Verdrahtung besteht hier auf ei- 
ner flexibien Schaltung, die auf die Oberseite oder die 
Unterseite des Tragerkorpors aufgebracht und urn die 
randsBitigen RIppan gewunden wird, wobel im Scheltel- 
bereich der Rippen antsprechende AuBenanschlOsse 
gebildet werden. Die fiexble Verdrahtung tragt einen 
oder mehrere Ic-Chips, die dann je nach AusfQhrungs- 
form auf der Oberseite oder der Unterseite des Trager- 
korpers angeordnet sind. 

[0006] Aus der US-A-5 0S1 520 ist ein Verfahren zum 
Befsstigen von IC-Chips auf Substraten bekannt, bei 
welcham die Substrate als SpritzgieBteiie mit integrier- 
ten Hockem f Or die Befestigung de r IC-Chips hergestslH 
warden. Nach dem Metallisieren der Hooker wird sine 
Verbindungsschicht aufgebracht, so dafi die IC-Chips 
auf dsn Substraten befestigt warden konnen, wobel die 
Chip-AnschluBfiachen mit den zugeordneten Metallisie- 
rungen der Hocker elektrisch leitend verbunden wer- 
den. 

[0007] Der im Anspruch 1 angegebenen Erflndung 
liegt das Problem zugrunde, eine naue Bauformfur Sin- 
gle-, Few- oder Multi-Chip-Module zu schaffen, welche 
die VbrtBile der MID Tachnotogie aufweist und eine fia- 
chige Anordnung der AuQenanschlQssa, wie beim Ball 
Grid Array ermogllcht. 

[OOOSJ Die erfindungsgemalJe Bauform ist in Anleh- 
nung an das Ball Grid Array (BGA) Package als Polymer 
Stud Grid Array (PSGA) Package bezeichnet, wobei der 
Begriff "Polymer Stud" auf die beim SpritzgieBen des 
Substrats mitgeformten Polymemocker hinweisen 6oli. 
Neben der einfachen und kostangunstigen Herstellung 
der PolymerhScker beim SpritzgieBen des substrats, 
kann aucn aie Herstellung der Aul3enanschl0sse auf 
den Polymemdckern mit minimalen Aufwand zusam- 
men mit der bei der MID Technologie bzw. der SIL-Tech- 
nik Qbliehen Herstellung dsr Leiterzuge vorgenommen 
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werden. Durch die bel der SIL-Teehnik bevorzugte La- 
serfeinstrukturierung, konnen die Auftenanschlusse auf 
den Polymerhockern mit hohen AnschluBzahlen in ei- 
nem sehrfeinen Raster rsalisiert werden. Hervorzuhe- 
ben ist femer, daB die Temperaturausdehnung der Po- 
lymerhocker den TempBraturausdehnungen des Sub- 
strate und der das Modul aufnehmenden Laherplatte 
entspricht. Sollten mechanische Spannungenauftreten, 
so ermoglichen die PolymerhSeker durch ihre elasti- 
schen Eigenschaften zumindcst einen tellweisen Aus- 
gleich. Durch die Formstabilitat der auf den Polymer- 
hockern gabildeten AuftenanschlDsse, kann aueh die 
SteherheitbeiReparatur und Austausch gegenOberden 
Ball Grid Arrays mlt ihren durch Lothocker gebildeten 
AuRenanschlGssen erheblich gesteigert werden. 
[0009] Vortellhafte Ausgestaltungen dor Erfindung 
sfnd in den Unteranspruchen angegaben. 
[0010] Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 ermog- 
licht eine versunkene Montage dsr Chips in Mulden der 
spritzgegossenen Substrata, wodurch sine extrem ge- 
rlngB Dioke der resuitierenden Single-, Few- Oder Mutti- 
chip-Module realisiert werden kann. Die versunkene 
Montage ermoglicht aufjerdem einen optimalan Schutz 
der Chips, so wis eine einfache und hermetiseh dichte 
Verkapssiung. 

[ooii] Die Weiterbildung nach Anspruch 3 ermdglicht 
eine Kontaktierung der Chips in der bewahrlen Draht- 
bond-Technfk. GemaB Anspruch 4 kann die Anbringung 
der Kontaktierdrahte durch die Anordnung der Innenan- 
schlusse auf einer Stufe der Mulde erleichtsrt werden. 
[0012] GemaB Anspruch S kann fOr die Kontaktierung 
der Chips such die Flipchip-Technik mit Erfolg einge- 
setzt werden. 

[001 3] Bei der Flipehip-Kontaktierung konnen gemafi 
Anspruch 6 zur Direktverbindung dar ChipanechlDsse 
mit den zugeordneten InnenanschlOssen die Chipan- 
schlOsse als schmelzfahige Hooker ausgebildet sein. 
[0014] Gemaft Anspruch 7 konnen bei der Flipchip- 
Kontaktierung aber auoh die Jnnenanschlusse durch 
beim SpritzgiefJen des Substrate mitgeformte und mil 
einer lotbare Endoberflache versehens Polymerhocker 
gebildet sain. Hierdureh konnen einersefts normale 
Chips ohne schmelzfahige Hocker verwendet werden, 
wahrend andererseits die Herstellung und Metallisle- 
rung der Polymerhocker bei der MID Technologio prak- 
tisch ohne zusatzlichen Aufwand dunchgefuhrt werden 
kann. Die Polymerhocker haben zusatzlich den Vorteil, 
daB sje einen elastischen Ausgleich zwischen untar- 
schiedlichen Ausdehnungsverhalten von Substrat und 
Chip erlauben. 

[0015] Ausfuhrungebeispisle der Erfindung sind in 
derZeichnung dargeslellt und werden imfolgenden na- 
her beachrieben. 
[0O16] Es zelgen 

Figur 1 einen Schnitt durch ein Polymer Stud Qrid 
Array mil einem in Drahtbond-Technik kon- 
taktierten Chip, 
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Figur 2 einen Schnitt durch ein Polymer Slud Grid 
Array mit ein em gemafi einer erst en Ausfuh- 
rungsform in Flipchip-Technik kontaktierten 
Chip. 

Figur 3 einen Schnitt durch ein Polymer Slud Grid 
Array mit einem gsmaG einer zweiten Aus- 
fuhrungslorm in Flipchip-Technik kontaktier- 
ten Chip, 

Figur 4 einen Schnitt durch das Substrat dee In Figur 
1 dargeetellten Polymer Stud Grid Arrays mit 
einer Draufsicht auf Auftenansehlusse, Lei- 
terzuge und InnenanschlOsse und 

Figur 5 einen vergroSerten Ausschnlrt der Figur 4 
mil AuBsnanschlfJssan, Leilerzflgen und In- 
nenanschlOssen. 



so [0017] Figur 1 zeigt einen Schnitt durch einen Tail ei- 
nes Polymer Stud Grid Arrays mit Bjnem in Drahtbond- 
Technik kontaktierten Chip C1, Basis des dargesteltten 
Arrays ist ein Substrat S, das mlt "Polymer Studs" bzw. 
Polymerhbekern PS und einer Mulde M1 versehen ist, 
*s wobei die Mulde Ml eine mit ST bszeichnete Stufe auf- 
weist. Die Herstellung des Substrats S einschlieGllch 
PolymerhockBrn PS, Mulda M1 und Stufe ST, erfolgt 
durch SprHzgiefJen, wobei als Substratmaterialien 
hochtemperaturbBstandige Tharmoplaste, wie Polye- 
ne therimid, Polyathersulfon odor Liquid Cristalline Poly- 
mers geeignet sind. 

[001 S] Das in Figur 1 dargestellte Substrat S Wird ent- 
sprechend der MID Technologie ganzflachig metallisiert 
und dann einem Laserstrukturierungsverfahren unter- 

3S zogen, wobei als Ergebnie diesBr Laserstrukturiarung 
AuBenanschlusse AA auf den Polymerhockem PS, In- 
nenanschlOsse IA1 auf der Stufe ST und sioh dazwi- 
schen erstreckende LBiterzOge LZ vsrbleiben. Die Au- 
Benanschlusse AA sind im Kuppenbereich mit einer Lot- 

40 schicht LS versehen, wobei diese Lotschieht LS bai- 
spielsweise durch eine Zinn-Blei-Legierung gebildet ist. 
Anstelle dsr Lotschieht LS, kann auch beispieleweise ei- 
ne aus einer Schichtenfolge von Nickel und Gold beste- 
hende lotbare Endoberflache vorgssehen sein. Die auf 

is der Stufe ST angeordneten InnenanschlOsse IA1 sind 
uberKontaktierdrahteKDmitdenAnschlussen CA1 des 
am Boden der Mulde M1 in Face up-Lage bafestigten 
Chips C1 verbundan. 

[0019] Das in Figur 1 dargestellte Polymer Stud Grid 
so Array wird mlt dsn auf den Potymerhockem PS gebilde- 
ten AuBenanschlOssen AA nach unten auf einer nicht 
dargesteltten Laiterplatte oder Baugruppe kontaktiert. 
Entgegen der in Figur 1 dargestellten Lage, handelt ea 
sich also bei der Saite mit den PolymRrtinnkern PR ■ im 
ss die Unterseite dss Substrats S. 

[0020] Figur 2 zeigt einen Schnitt durch einen Teil si- 
nes Polymer Stud Grid Arrays mit einem gemaB einer 
ersten Ausfuhrungsform in Flipchip-Technik kontaktier- 
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tan Chip C2. Im UnterechiBd zu Figur 1 liegan hier die 
mit IA2bazaichne1en InnenanschlCsseam Boden einer 
mit M2 bezeichnetan Mulde. Der in Face down-Lage in 
dor Mulde M2 angeordnet© Chip C2 besitzt Chipan- 
echJOsse CA2 in Form schmelzfahiger Hoeker, dio auf 
dsn zugeordnstan InnenanschlQssen IA2aufliegan und 
mit diesen beim Loten verbunden warden. 
[0021] Figur 3 zeigt einen Schnitt durch einen Tail ai- 
res Polymer Stud Grid Array* mit einem gemaB einer 
zwehon AuefOhrungsform in Flipohip-Technik kantak- 
tierten Chip C3. Im Unterschied zu den Figuren 1 und 2 
sind die hier mit IA3 bezeichnetan Innenanschlusse 
durch zusatzlich beim SprrtzgieGen des Substrata S im 
Bodenbereich der Mulde M3 mitgeformte und mit einer 
lotbaren Endoborftache versohene Polymorhocker PH 
gebiidet Die PolymerhScker PH fur die InnsnanschlCs- 
se IA3 weisen etwa ein Drittel dos Volumens der Poly- 
merhocker PS f Or die AuGenanachlusse AA auf. Der in 
Face down-Lage in der Mulde M3 angeordnete Chip C3, 
liagt mit sein en Chipanschlussan CA3 aul den zugaord- 
neten InnenanschlOesen IA3 derPorymemocker PH auf 
und wird mit diesen durch Loten varbunden. Das hier 
nicht dargesteilte Lot kann beispielsweise in Form einer 
im Kuppenbereich auf die Innenanschlusse IA3 auf ge- 
brachten Lotschieht baroitgestellt warden, in gloichor 
Welse, wie bei den AufSenanschlOssen AA. 
[0022] Die Figuren 4 und 5 zaigen Einzelheitsn des 
in Figur 1 dargsstellten Polymer Stud Grid Arrays, wobei 
das Substrat S hier jedoch vor der Befestigung des 
Chips C1 in dor Mulde M1 dargestellt wurde. Es iet zu 
erkennen, da3 die auf den Polymerhockem PS gabiide- 
ten AuRenanschlusse AA reihenweise in einem feinen 
Raster angeordnet werden konnen. Dia bei der MID 
Technologie ubliche Laserfeinstrukturierung ermoglicht 
auch sine sng nebeneinanderliagende Anordnung der 
LeiterzQge LZ und der auf der Stule ST liegenden. In- 
nenanschlusse IA1. 

[0023] Die vorstehend anhand dBr Figuren 1 bis 5 er- 
lauterten AuslGhrungsbeispiele zeigen das Prinzip si- 
nes Polymer Stud Grid Arrays mit auf Polymarhocksm 
gebildeten AuBenanschlOssen. Abweichend von der in 
der Zeichnung dargsstellten Form konnen die Polymer- 
hocker auch andere Formen, wie z,B. sine Kegal- 
stumpfformaufweisen. Obwohl jeweils nurein Chip dar- 
gestellt wurde, kann die neue Bauform bei Single-, Few- 
oder Multi-Chip-Modulen angewandt warden. Die Chips 
konnen auch beispielsweise durch AusgieBen der Mul- 
den Oder durch die Anbringung von Deckeln verkapsslt 
werden. Aut der Oberseite und den seitltehen Flachen 
des spritzgegossenen Substrats kann auch eine Matal- 
lisierungsBchicht als elektromagnetische Abschirmung 
Oder fOr eine gute Warmeabfuhr vsrbleiben. Es ist je- 
doch auch moglich, das Substrat mit Durchkontaktie- 
rungen zu versehen, und auf der Oberseite eine zweite 
VerdrahTungsiage anzuoronen. Auf dieser zweite Var- 
dralrtungslage konnen nach dem AufbringBn entspre- 
chender Dielektrikumsschichten auch weitere Leiter- 
ebanen nach Art einer Mehriagenverdrahtung gebildat 
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werden. Bei einem mri Durchkontaktierungen vsrsehe- 
nen Substrat, konnen die Potymerhocker und der Chip 
Oder die chips durehaus auch auf versch iedenen Seiten 
des Substrate angeordnet sein. Eine derartige Anord- 
nung von Polymerhdekem und Chips auf gegenQberlie- 
genden Saiten des Substrats Ist Insbesondere bei gro- 
flen Chps, die eine Vialzahl von zugeordnaten Auflen- 
anschlussen benotigen, interessant. 



Patentanepriicho 

1, Polymer Stud Grid Array Package mit 

einam eprilzgegossenen, dreldimsnsionalen 
Substrat (S) aus einem elektrlsch isolierenden 
Polymer, 

auf der Unterseits des Substrats (S) beim 
Spritzgieften mitgeformten Polymerhockem 
(Ps>, 

auf den Polymeihockem (PS) durch eine lotba- 
re Endoberflache gebildeten AuBenanschlus- 
sen (AA), 

zumlndest auf der Unterseite des Substrats (S) 
ausgeblldoten LeiterzOgen (LZ), welche die Au- 
Senanschlusse (AA) mit InnenanschlQssen 
(IA1;IA2;IA3) verbjnden. und mit 
mindestens einem aul dem Substrat (S) ange- 
ordneten Chip (C1 :C2;C3), dessen AnschlOsse 
(CA1;CA2;CA3) mft den InnenanschlQssen 
(IA1;)A2;IA3) elektrisch leitend varbunden 
sind, wobei 

die Polymerhocker (PS) die auf der Unterseite 
des Substrats (5) fiachig im Grid Array ange- 
ordneten Polymer Studs bilden. 

2. Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Chip (C1;C2;C3) in einer Mulde (M1;M2; 
M3) des Substrats (S) angeordnet ist. 



3. 



45 



so a. 



ss s. 



Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Chip (C1) in Face up-Lage in der Mulde 
(M1) angeordnet ist, unddaO dieAnschlQssa (CA1) 
des Chips (Ct) Ober Kontaktierdrahte (KD) mit den 
zugeordneten InnenanschlDssen (IA1) elektrisch 
leitend verbunden sind. 

Polymer Stud G rid Array Package naeh Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 
da(3 die InnenanschlQsse (IA1) auf einer Stufe (ST) 
der Mulde (M1 ) angeordnet sind. 

Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daG der Chip (C2;C3) in Face down-Lage in der 
Mulde (M2;M3) angeordnet ist, und daS die An- 
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schlQsse (CA2;CA3) das chips (C2;C3) mittels Fiip- 
chip-Kontaktierung mit den am Boden der Mulde 
(M2;M3) angeondneten innenanschtQssen (IA2; 
IA3) elektrisch leitend verbunden sind. 

5 

6. Polymer Stud Grid Array Package nach Anspruch 5. 
dadureh gekennzeiehnet, 

da<3 did Anschliisse (CA2) des Chips (C2) ale 
schmelzfahige Hocker ausgebildet sind. 

to 

7. Polyme r Stud Grid Array Package nach Anspruch S, 
dadureh gekennzeiehnet, 

daft die InnenanschlOsse (IA3) durch zusatzliche 
beim Sprrtsgie-Gen des Substrats (S) m'rtgeformte 
und mit einer lotbaren Endobsrflache varsehene is 
Porymerhocker (PH) gebildet sind. 



Claims 

1. Polymer stud grid array package having 



so 



an injection-moulded, three-dimensional sub- 
strate (S) composed of an electrically insulating 
polymer, t& 
polymer studs (PS) which are also formed dur- 
ing the injection-moulding process on the un- 
derneath of the substrate (S), 
external connections (AA) which are formed on 
the polymer studs (PS) by means of an end sur- so 
face which can be soldered, 
conductor runs (UZ) which are formed at least 
on the underneath of the substrate (S) and con- 
nect the eseternal connections (AA) to internal 
connections (JA1; IA2; IA3) arid having ss 
at least one chip (C1 ; C2; C3) which is arranged 
on the substrate (S) and whose connections 
(CAT ; CA2; CA3) are electrically conductively 
connected to the internal connections (IA1 ; IA2; 
I A3), in which casa 46 
the polymer studs (PS) 'are planarly arranged 
in the grid array on the underneath of the sub- 
s-Irate (S). 

2. Polymer stud grid array package according to Claim •« 

1 , characterized in that the chip (CI; C2; C3) is ar- 
ranged in a trough (M1 ; M2; M3) in the substrate (S). 

3. Polymer stud grid array package according to Claim 

2, characterized In that the chip (CI) is arranged in so 
the face-up position in the trough (M1), and in that 
the connections (CA1) of the chip (C1) are electri- 
cally conductively connected via contact-making 
Wires (KD) to the associated internal connections 

<M\1J. 55 

4i Polymer stud grid array package according to Claim 

3, characterized in that the internal connections 



(IA1 ) are arranged on a step (ST) in the trough (Ml ). 

5. Polymer stud grid array package according to Claim 
2, characterized in that the chip (C2; C3) is arranged 
in the face-down position in the trough (M2; M3), 
and In that the connections (CA2; CA3) of the chip 
(C2; C3) are electrically conductively connected by 
means of flipchip contact-making to the Internal 
connections (IA2; IA3) which are arranged on the 
bottom of the trough (M2; MS). 

6. Polymer stud grid array package according to Claim 
5, characterized in that the connections (CAS) of the 
chip (C2) are designed in the form of studs which 
can melt, 

7. Polymer stud grid array package accordingto Claim 
5, characterized in that the internal connections 
(f A3) are formed by additional polymar studs (PH) 
which are also form edduringthe in (action-moulding 
of the substrate (S) and are provided with an end 
surface which can be soldered. 



Rovendicatlone 

1. Boitiar PSGA (Polymer Stud Grid Array), compre- 
nant 

un substrat (S) tridirnensionnel moul£ par injec- 
tion, constitue d'un polymers electriquement 
isolant. 

surledessousdusubstrat(S), des bosses (PS) 
en polymere conjointement formess tors du 
montage par injection, 

des bornes (AA) exterleures, formees sur les 
bosses (PS) en polymers par une surface ter- 
minate pOUVant Stre brasde, 
des traces (LZ) conducteurs formes au moins 
eur le dessous du substrat (S), qui ralient les 
bornas (AA) extSrieures a des bornes (IA1 ; 
IA2 ; I A3) interieures, et comprenant 
au moins una puce (C1 ; C2 ; C3) disposed sur 
le substrat (S), puce dont les connexions (CA1 ; 
CA2 ; CAS) sont rellees sn conduction electri- 
que aux bomes (IA1 ; IA2 ; IA3) interieures, 
- les bosses (PS) en polymer© formant lee pro- 
jections en polymere (Polymer Studs) dispo- 
sers en nappe dans le reseau de tram© (Grid 
Array), 

2. BoTtier PSGA suivant la revendication 1 . caracteri- 
se en ce que la puce (CI) eel disposee dans une 
cuvette (Ml ; M2 ; M3) du substrat (S). 

3. BoTtier PSGA suivant la revendication 2, caracteri- 
se en ce que la puce <C1) est disposes en position 
face en haut (face up) dane la cuvette (M1), et en 
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ce que les bomes (CA1 ) de la puce (C1 ) sont reliee's 
en conduction electrique au moyan de fils (KD) de 
contact metalliques aux bomes (IA1 ) interieurBS as- 
scclees. 

e 

BoTtier PSGA suivant la revendication 3, caractorl- 
eo en ca que les bornes (IA1) interieuras sont dis- 
poseas sur un gradln (ST) de la cuvette (M1). 

BoTtier PSGA suivant la revendlcation 2, caracteri- 10 
se en ca que la puce (C2 ; C3) est disposee en po- 
sition face an bas (face down) dans la cuvstta (M2 ; 
MS), at en ce que les bornes (CA2 ; CA3) de la puce 
(C2; C3) sont relieas en conduction electrique au 
moyan d'une mise en contact par plots (flip chip) ts 
aux bomes (IA2 ; IA3) interieures, dispoaees sur le 
fond de la cuvette (M2 : M3). 

BoTtier PSGA suivant la revendication 5. caracterl- 

en ca que les bornes (CA2) de la puce (C2) sont so 
realisees sous forme do bosses f usibles. 

BoTtier PSGA suivant la revendication 5. caracteri- 
so en ce que les bomes (IA3) interieuras sont for- 
mers par dee bosses (PH) an polymers suppld- ss 
mentaires, conjointement 1onm£ee lors du moulage 
par injection du su bat rat (S) et pourvues d'uns sur- 
face terminals pouvant &tre brasse. 

SO 
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